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表 l 表2 CdS CdSe 
CdS CdSe CdTe Nn/cm-3 1019 1019 
Substrate 
Onset 
temD. 120， -300 C 
wavelengthl入 600 800 
Cruclble 
Rest 




treatment p -ー..n 
potentlal/V -1.20 -0.55 
Barrler 
helght/V 0.95 0.30 
ln aq. EtOH + O.lM LICl 
話)二層膜
n -CdS， n -CdSe， n -CdTe， P -CdTe，を組み合わせた 2層膜において， p-n接合である n-
CdSe/P -CdTe及びP-CdTe/ n -CdSeでは，エネルギーダイヤグラムから想定される P-n接合
に特有の特性が得られた。
一方， n -CdSe/n -CdS及びn-CdTe/ n -CdSeで、は，ヘテロ接合界面に形成されるバンドのス
テップ及び曲がりにより，それぞれ電位降下及び，光生成した電荷の有効な分離が起こり，光電流の流
れはじめの電位の負への移動が観察された。(図 1) 











1ー.2-0.8 -0.4 0 
UI Vvs.Ag/AgCI 
図1 肺 ot町山間ntvo b¥os vo1taqe ot cds.fcdSfTl 
made .t T. • 125 C ln・q. EtOIl・ 0・lHLICl. 
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調べているo n -CdSe/n -CdS二層膜電極では光電流の立ち上がり電位が単層薄膜の場合の立ち上
がり電位に比べ，負の方向に移動しているO 単層膜の結果にもとづいて二層膜のエネルギー・ダイヤグ
ラムを構成し，層間の界面部分に二層膜特有のステップ構造およびそれに伴ったバンドの曲がりが形成
されている O このバンドの曲がりに沿った電荷分離，ステップ構造によって光電気化学特性を説明した。
以上， IT一羽族化合物半導体の単層および多層膜を作製し，薄膜電極-溶液系のエネルギー構造を実
験的に決定し，これにもとづいて光電気化学特性を説明すること可能となった。以上の成果は理学博士
を取得することに値する。
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